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Ref. 086 “DESENVOLVIMENTO DE CAMADAS ANTIREFLETORAS
DUPLAS PARA UTILIZACAQO EM CELULAS SOLARES DE SILiCIO DE
USO ESPACIAL DE ALTA EFICIENCIA™, Manuel Cid Sanchez, Nair Stem,
Claudia Brunetti, Antonio Fernando Beloto* Carlos A. S. Ramos. Laboratorio de
Microeletronica-Escola Politécnica/USP- Sdo Paulo - SP, (*) Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais-INPE- Sdo José dos Campos - SP

Neste trabalho, analisam-se os comportamentos teéricos e experimentais de camadas
simples de SiO, e Ta,0s assim como o da camada antirefletora dupla composta por
ZnS-MgF,, estruturas estas normalmente utilizadas na fabrica¢@o de células solares de
silicio. As camadas de SiO; foram obtidas por oxidagio térmica, em altas
temperaturas, em forno de tubo aberto, sendo que as demais foram obtidas através de
“glectron beam”. A otimizagio teorica foi realizada utilizando-se a teoria Optica
classica sendo que utilizou-se a densidade de corrente de curto circuito para avaliar a
qualidade das diferentes camadas. Para isso, foram considerados, o espectro solar
~ AML.5G, os dados de reflexdo das camadas depositadas e a eficiéncia quantica de -
uma célula padrio. Os primeiros resultados obtidos foram: SiO; (1 100A - tedrico)- Je.
= 33,27 mA/em’, Si02 (1100 A - experimental) - Jcc = 33.15 mA/cm®; Ta;0s (675 A -
teorico) - Jec = 35,42 mA/em?, Ta;Os (575 A - experimental ) - Jec = 34,15 mA/em’;
ZnS-MgF; (560 - 1070 A - teorico ) - Jec = 37,68 mA/em® ZnS-MgF, (700 - 980 A-
experimental ) - Jcc = 37,40 mA/cm®. Este trabalho tera continuidade com a
deposi¢io destas camadas sobre superficies texturizadas.

Ref. 087 “ESTUDO VIA ESPECTROMETRIA DE MASSA DA MISTURA
CCLF,/H, EM UM REATOR ASSISTIDO POR FILAMENTO QUENTE”,
Ticiane Sanches Valera', Neidenéi Gomes Ferreira', Viadimir Jesus Trava-Airoldi'"
Evaldo José Corat"?", and Nelia Fereira Leite', 1)-LAS/INPE, S3o José dos Campos-
SP, 2)-FE/USF, ltatiba-SP.

San apresentados resultados obtidos por espectrometria de massa da fase gasosa a
partir da exaustdo de um reator de filamento quente. Foi utilizada uma mistura
halogenada, contendo flior e cloro (CCILLF,) introduzida no fluxo de alimentagdo com
H, em condi¢des de crescimento de diamante sintético. O objetivo deste teabalho €
estudar a fase gasosa na regido de ativagiio, proxima a superficie do substrato,
mostrando os produtos estaveis e relaciona-los com as condiges necessarias para
geragdo de hidrogénio atdmico. O hidrogénio atdmico € o principal produto precursor
para o crescimento de diamante por deposi¢dio quimica da fase vapor (diamante-
CVD). O processo de dissociagdo do CCLF, foi associado a formagdo de HCl e HF,
A evidéncia experimental quanto ao acréscimo da concentragio de HCl e HF da
suporte a0 aumento também da concentragdo de hidrogénio atomico na regido de
ativagdo do reator. Esta situagio caracteriza a possibilidade de utilizagdo de sistemas
com baixa energia térmica devido a gera¢do de hidrogénio atémico por processo
quimico.
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